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はじめに 現在パワーデバイス用半導体材料として主流となっている Siは、デバイス特性が物

性限界に近いとされている。この Siの物性限界を超える半導体材料として GaN on Si ウエハが期

待され、研究開発が進められている。本研究では Si基板上に緩和層を形成し、AlGaN/GaN層を堆

積させたウエハの結晶性をラマン散乱分光法により評価した。 

実験方法 評価に用いた GaN on Siウエハは、A社製の直径 2インチウエハと直径 6インチウ

エハを切り出したものと B 社製ウエハの直径 2インチウエハを切り出したものである。ラマン分

光評価には光源波長 532 nm のレーザーを用いウエハ内面分布を測定した。ラマンスペクトルと

しては 568 cm
-1

 で現れる GaN のピーク 1),2) 近傍を評価した。 

実験結果と考察 図 1 は、A 社製ウエハラマンスペクトルであり、ウエハ面内での分布を測定

したものである。ピーク値のシフトによりウエハ上部で圧縮応力を、下部で引張応力の分布を確

認した。2 種類のピークの差は約 0.8 cm
-1

 であり、応力分布はウエハ製造過程に起因するものと

考えられる。B 社製ウエハのラマンスペクトルでは GaN のスペクトルにサブピークが見られた。

ピーク分離を行った結果を図 2 に示す。576 cm
-1に見られるサブピークは緩和層に起因すると考

えられる。 

まとめ 緩和層構造の異なる GaN on Si ウエハを評価した。ラマン散乱分光法により、緩和層

の製造法の違いによる内部応力や組成の違いが評価できる。 
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図 1 A社製ウエハの測定結果 図 2 B社製ウエハのラマンピーク分離 
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